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た。本研究では SiO2 と強く相互作用することで知られている PMMA（ポリメ
タクリル酸メチル樹脂）薄膜[4]を SiO2基板上に形成し、膜厚緩和の熱履歴依存
性と膜厚依存性を調査した。図 1に低真空下 140℃での 12時間アニールを二回
繰り返した PMMA薄膜（初期膜厚＝6.5nm、Mw=815,100、Mw/Mn=1.09）の
室温での膜厚の変化を示す。この図より、膜厚の緩和は単一の緩和時間を有す
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図 1.  12 時間アニール後の室温における
膜厚 h(t) の緩和曲線 
